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ABSTRACTED-PUB-NO: EP 347753A 

BASIC-ABSTRACT: In a CVD waste gas cleaning process, esp. in low pressure 
CVD 

treatment of semiconductor substrates for micro-electronic device mfr., in 
which the waste gas is subjected to post-treatment in a separate reaction 
chamber, the novelty is that the process involves (a) passing the waste gas 
from a vacuum pump unit, associated with the CVD reactor, through a burner 
located in the lower part of vertical reaction chamber, connected to an air 
treatment unit, and burning the gas with excess oxygen in a combustion 
chamber; 

(b) discharging the combusted gas from the top of the combustion chamber 
through an annular gap, formed by a spray shield cone located above the 
combustion chamber, for intensive contact of the gas with a sorbent in a 
reaction space outside the combustion chamber, water being sprayed from a 
nozzle arrangement positioned centrally above the spray shield cone in a 
conical spray against the walls and against the gas flow direction; and (c) 
discharging the cleaned gas via the air treatment unit. 

ADVANTAGE - The process oxidises toxic materials such as SiH4, PH3, B2H6 
and 

oil vapours and sorbs the resulting solid oxidn. products e.g. Si02, P205 and 
B203, and the non-oxidisable gas components e.g. HCI and NH3, without 
deleteriously affecting the CVD operation. 

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 347753B 

EQUIVALENT-ABSTRACTS: Process for cleaning toxic waste gases from 
chemical 

vapour deposition processes in facilities used for the chemical processing of 
semiconductor substrates for the manufacture of micro-electronic components 
using low pressure processes where the waste gases to be cleaned are 
subsequentl y treated after leaving a vacuum pump unit in a separate reaction 
chamber comprising a combustion and washing chamber connected to an 
extractor 

system. The process has the following characteristics: The waste gases are 
combusted in a superfluity of oxygen and subsequently channelled out of the 
combustion chamber via a ring gap formed by a spray guard cone located above 
the combustion chamber and thus at a distance to the former, and brought into 
intensive contact with a sorption agent in the separate reaction chamber, the 
sorption agent being sprayed in a conical form counter to the direction of gas 
flow from a spary guard cone and thus at a distance from it, the cleaned gas 
then being discharged via the pneumatic system. 

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0 Dwg.0/0 



07/23/2002, EAST Version: 1.03.0002 



CVD WASTE GAS CLEAN COMBUST SORPTION SEMICONDUCTOR DEVICE 
MANUFACTURE 

ADDL-INDEXING-TERMS: 
CHEMICAL VAPOUR DEPOSIT 

DERWENT-CLASS: J01 L03 M13 Q73 U11 

CPI-CODES: J01-E02A; L04-C01B; M13-E; 

EPI-CODES: U11-C15; 

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1498U; 1694U ; 1704U ; 1830U 
; 1831 U ; 1831 U 

SECONDARY-ACC-NO: 

CPI Secondary Accession Numbers: C1 990-000472 
Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1 990-000835 



07/23/2002, EAST Version: 1.03.0002 



PAT-NO: EP000347753A1 



DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 347753 A1 



TITLE: Process for purifying waste gazes from CVD-processes. 



PUBN-DATE: December 27, 1989 



INVENTOR-INFORMATION: 
NAME 



COUNTRY 



STELZER, HORST DIPL-CHEM 



KRODEL, GUNTER DIPL-ING 
FABIAN, LUTZ DR RER NAT 
MOLLER, RAINER DR-ING 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



ASSIGNEE-INFORMATION: 
NAME 

ELEKTROMAT VEB 



COUNTRY 
DD 



APPL-NO: EP891 10875 

APPL-DATE: June 15, 1989 

PRIORITY-DATA: DD31 6791 88A (June 15, 1988) 

INT-CL (IPC): B01D053/34;F23G007/06 

EUR-CL (EPC): F23G007/06 ; B01D053/46,B01D053/64 

ABSTRACT: 

<CHGDATE=1 9940730 STATUS=0> The invention relates to a process, for 



waste gases from CVD processes, in particular from installations for the 
chemical treatment of semiconductor substrates for the manufacture of 
microelectronic components by low-pressure processes. 

The process is characterised in that the waste gas to be purified is burned 
with an oxygen excess in a multi-walled reaction chamber and non-combustible 
constituents are scrubbed out in the same chamber. Advantages result in 



purifying 
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particular from the fact that both combustible constituents from vacuum 
installations and also toxic constituents from the CVD process can be 
eliminated simultaneously and effectively. 

The invention can be applied particularly in the semiconductor industry, but 
other fields of application are also possible. 
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© Verfahren zur Relnlgung von Abgasen aus CVD-Prozessen. 



@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reini- 
gung von Abgasen aus CVD-Prozessen, insbesonde- 
re aus Anlagen zur chemischen Bearbeitung von 
Halbleitersubstraten fdr die Herstellung mikroelektro- 
nischer Bauelemente mittels Niederdruckprozessen. 
3 Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dafl 
^in einem mehrwandigen Reaktionsraum das zu reini- 
COgende Abgas unter SauerstoffQberschuO verbrannt 
W w jrxj und im gleichen Raum nichtbrennbare Bestand- 
^teile ausgewaschen werden. Vorteile ergeben sich 
r^insbesondere dadurch, dafl sowohl brennbare Be- 
Sjstandteile aus Vakuumanlagen als auch toxlsche Be- 
standteile aus dem CVD-Prozefl gleichzeitig und ef- 
Ofektiv beseitigt werden kftnnen. 

Die Erfindung \£Bt sich insbesondere in der 
UlHalbleiterindustrie anwenden, wobel jedoch auch an- 
dere Einsatzgebiete m5glich sind. 
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Verfahren zur Reinlgung von Abgasen aus CVO-Prozessen 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinl- 
gung von Abgasen aus CVD-Prozessen, insbeson- 
dere zur Reinigung von Abgasen aus Anlagen zur 
chemischen Bearbeitung von Halbleitersubstraten 
fUr die Herstellung mikroelektronischer Bauelemen- 
te mittels Niederdruckprozessen. 

Das Verfahren ist dort einsetzbar, wo Abgase 
toxische Schadstoffe enthalten. 

Es sind bereits verschiedene Verfahren be- 
kannt. mit denen Reaktionsabgase von Prozessen 
der chemischen Substratbearbeitung von toxlschen 
Schadstotfen gereinigt werden kfinnen. So ist bei- 
spielsweise ein Verfahren beschrleben. bei dem 
Abgase von CVD-Reaktoren in intensiven Kontakt 
mit oxidierenden), wajSrigen Lflsungen gebracht 
werden und damit insbesondere eine Reinigung 
der Abgase von Phosphor-, Arsen- und Borwasser- 
stoffen erfolgt. Diesem Verfahren haftet abe> der 
Mangel an, daB die Abgase von Niederdruckpro- 
zessen, die bestandige Aerosole, insbesondere 
durch die Anwesenheit von SldSmpfen, darstelien, 
chemisch nur wenig beelnfluBbar sind. Diese Nach- 
teile sind bei alien bekannten SprtJhwischern, Ven- 
turiwaschem und Waschttlrmen vorhanden. 

Enem anderen bekannten Verfahren liegt ein 
System zur Abgasreinigung zugrunde. bei dem Je- 
doch Oldampfe aus dem Abgas ebenfails nicht 
beseitigt werden kSnnen. Es sind ferner Verfahren 
bekannt, bei denen Abgase. die brennbare Be- 
standteile enthaiten, durch eine katalytische Nach- 
verbrennung gereinigt werden. Diese Verfahren 
sind aber fUr die Reinigung der Abgase von Pro- 
zessen der chemischen Substratbearbeitung im 
Nlederdruckbereich nicht geeignet, da durch die 
Bestandteile der Abgase, insbesondere durch Stau- 
be und Oldampfe, die Katalysatoren unbrauchbar 
wUrden. 

Ein weiteres bekanntes Verfahren dient zur Be- 
seitigung von niederkalorischen Qasgemischen, bei 
dem das zu reinigende Gas auf 500 bis 800 * C 
vorgewSrmt und anschlieBend mit Strahlungshei- 
zung auf etwa 850 bis 1400 "C erwarmt wird. 
Nachteilig an diesem Verfahren ist jedoch, dafl 
Staube aus dem Abgas nicht entfernt werden und 
die ProzeBfQhrung sehr kompliziert und aufwendig 
ist Eine andere bekannte LSsung betrifft ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung zur Plasmapyroiyse 
von Schad- und Giftstoffen, mit denen zwar elner- 
seits Schadstoffe beseitigt werden kQnnen, ande- 
rerseits aber infolge der hohen Temperaturen des 
Piasmabrenners neue Schadstoffe in Form von 
Stickoxiden entstehen. AuBerdem erfordert der Be- 
trieb eines Piasmabrenners einen hohen ger&te- 
technischen Aufwand. Hlnzu kommt noch, daB 
StSube nicht aus dem Abgas beseitigt werden. 



Es sind schllefillch auch Verfahren bekannt, bei 
denen brennbare Abgase In efner speziellen Brenn- 
kammer verbrannt werden. Diese Verfahren sind 
aber fQr viele Abgase von Prozessen der chemi- 

5 schen Substratbearbeitung im Niederdruckbereich 
nicht anwendbar, da diese Gase wegen des hohen 
N 2 -Anteils nicht brennbar sind. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin. ein 
Verfahren zur Beseftigung von Schadstoffen aus 

10 Reaktionsabgasen von Prozessen der chemischen 
Substratbearbeitung im Niederdruckbereich anzu- 
geben, bei dem die ProzeflfUhrung der Substratbe- 
arbeitung nicht negativ beeinfluBt und eine Bela- 
stung der Atmosphare mit Schadstoffen vermieden 

is wird. 

Die Aufgabe wird anspruchsgemaB geiost. Die 
abhangigen AnsprQche betreffen vorteilhafte Aus- 
fOhrungsformen. 

Erfindungsgemafi wird die Aufgabe dadurch 

20 geiost, dafl das mit Schadstoffen angereicherte Ab- 
gas aus dem Reaktor zur chemischen Bearbeitung 
von Halbleitersubstraten nach Passieren der zuge- 
horigen Vakuumpumpeinheit in einen nachgeschal- 
teten Reaktionsraum geleitet wird. 

25 Dieser Reaktionsraum wird vor dem Beginn der 
Abgasbehandlung durch das ZQnden eines Knall- 
gasgemisches fQr eine Verbrennung in Bereitschaft 
gebracht. Das Abgas wird unter Beimischung von 
Sauerstoff (0 2 ). der im Oberschufl zugefUhrt wird, 

30 durch einen im Reaktor vorgesehenen Brenner ge- 
leitet und in seinem Brennraum in einer Brenngas- 
flamme verbrannt bzw. oxidiert Der Brenner ist 
vorzugsweise im unteren Bereich des vertlkal ange- 
ordneten Reaktors vorgesehen, und die oxidlerten 

35 Gase werden aus dem Brennraum nach oben in 
eine nachgeschaltete lufttechnlsche Anlage geleitet. 
Bevor die oxidlerten Gase den Brennraum verlas- 
sen, werden sie durch einen Gber dem Brennraum 
angeordneten Spritzschutzkegel derart beeinfluBt, 

40 da/3 die oxl dierten Gase durch einen Rlngspalt 
zwischen dem Spritzschutzkegel und der Brenn- 
raumwandung in einen dem Reaktor zugehSrigen 
dufleren Raum geleitet und an dessen Wandung % 
mit elnem von oben Ober den Spritzschutzkegel 

45 gleichmafllg verteilten Sorptionsmittel intensiv in 
Kontakt gebracht werden. Das Sorptionsmittel be- 
wlrkt das Binden der im Abgas und durch die 
Oxidation vorhandenen festen Bestandteile, die mit 
dem Sorptionsmittel an der Wandung nach unten 

so gespOlt und aus dem Reaktionsraum gefahrios ab- 
geleitet werden. Der untere Rand des Spritzschutz- 
kegels ist vorzugsweise mit einem burstenahnli- 
chen Rand versehen, wobei die Borsten gleichma- 
Big auf den Umfang verteilt und mit der Innenwan- 
dung des aufleren MantelkQrpers in Verbindung 

2 
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sind. Als Sorptionsmittel wird vorzugsweise Wasser 
eingesetzt, das durch eine Uber dem Spritzschutz- 
kegel vorgesehene DUse kegelfdrmig nach unten 
gesprOht wird. 

Ourch das erfindungsgemSfle Verfahren ist es 
m6glich t SiH*, PH 3 , B 2 H G , OldSmpfe und Shnliche 
toxische Stoffe. die aus den Abgasen v n chemi- 
schen Substratbearbeitungsverfahren stammen, zu 
oxidieren und die festen Oxidationsprodukte, wte 
SiOa. P2OS. B2O3 sowie nichtoxidierbare Bestand- 
teile des Abgases, wie HCI und NH3, durch das 
Sorptionsmitlel gefahrlos auszuwaschen. 



AusfUhrungsbelsplel 

In einer Niederdruckanlage fOr chemische 
Gasphasenabscheidung soil Phosphorglas auf Si- 
Scheiben abgeschieden warden. Die Abschelde- 
temperatur betragt 450 * C und der Arbeitsdruck 
100 Pa. In das Reaktionsrohr der Anlage werden 
SiH*, PH 3 , N 2 0 und th eingespeist Auflerdem 
wird noch N 2 zur Druckregelung in den Pumpen- 
stutzen und zur PumpenspUlung eingespeist Die 
gesamte Abgasmenge, die die Pumpe verlaflt, be- 
tragt ca. 10 l/min, wobel der Hauptanteil des Abga- 
ses N 2 ist. ZusStzlich sind SiH*, PH 3 und N 2 0 im 
Abgas vorhanden, da der Umsetzungsgrad kieiner 
als 100 % ist. Dazu kommen noch verschledene 
Oxidationsstufen dieser Medlen, iildHmpfe sowie 
StSube (Si0 2 ). Dieses Aerosol wird in das Zentrum 
eines Knallgasbrenners der Abgasreinigungsanlage 
geleitet der mit O 2 -0berschufl betrieben wird und 
in der Ramme oxidiert. Der Qasverbrauch des 
Brenners betrfigt etwa 5 l/mln H 2 und 3 l/min O2. 
Das Gas durchstrfimt die Brennkammer, die senk- 
recht angeordnet 1st, und verlSfit sie im oberen 
Teil. Ober der Brennkammer befindet sich eine 
SpritzdUse, aus der Wasser kegelformig in den 
Innenraum und gegen die Innenwandung des 8u0e- 
ren Mantelkorpers gesprOht wird. Das Gas durch- 
dringt den Spuhkegel, wobei es gekUhlt und von 
weiteren Oxidationsprodukten gereinigt wird, ver- 
!Si3t die Abgasreinigungseinrichtung und gelangt In 
die lufttechnische Anlage. 

Das Wasser des SprUhkegels spritzt gegen ein 
konzentrisch zur Brennkammer angeordnetes Rohr 
und ISuft in einem gleichm^lgen Wasserfilm nach 
unten ab. Ein Teil des Wassers flieflt Im unteren 
Teil in die Brennkammer und spUlt Oxidationspro- 
dukte aus der Brennkammer. Der Gesamtwasser- 
durchsatz betrMgt etwa 3 l/min. 

Die Vorteile der erfindungsgemSflen L6sung 
ergeben sich insbesondere aus der mit der Ver- 
nichtung der toxischen Schadstoffe gleichzeitig 
stattflndenden Verbrennung der PumpenoMrUck- 
stSnde, die durch die kompakte Bauweise der das 
Verfahren ermfiglichenden Vorrichtung noch gef5r- 



dert wird. 



AnsprUche 

5 

1. Verfahren zur Reinigung von Abgasen aus 
CVD-Prozessen, Insbesondere zur Reinigung von 
Abgasen aus Anlagsn zur chemischen Bearbeitung 
von Halbleitersubstraten fQr die Herstellung mikro- 

jo eiektronischer Bauelemente mittels Niederdruck- 
prozessen, bei dem die zu reinigenden Abgase in 
einem separaten Reaktionsraum einer Nachbe- 
handlung unterzogen werden, 
dadurch gekennzelchnet, daJ3 

is das mit Schadstoffen angereicherte Abgas aus 
dem Reaktor zur chemischen Bearbeitung von 
Halbleitersubstraten nach Verlassen der zugehori- 
gen Vakuumpumpeinheit in einen nachgeschalte- 
ten, vertikal angeordneten und mit einer lufttechni- 

20 schen Anlage verbundenen Reaktionsraum durch 
einen in diesem im unteren Bereich angeordneten 
Brenner geleitet und mittels einer Brenngasflamme 
unter SauerstoffUberschufl in einer Brennkammer 
verbrannt wird, nachfolgend das verbrannte Abgas 

25 im oberen Bereich der Brennkammer aus einem 
durch einen Uber der Brennkammer und davon 
beabstandet angeordneten Spritzschutzkegel gebil- 
deten Ringspait derart aus der Brennkammer her- 
ausgefQhrt wird, da0 das verbrannte Abgas in ei- 

30 nem au/Jerhalb der Brennkammer vorgesehenen 
SuUeren Reaktionsraum mit einem Sorptionsmittel 
intensiv in Kontakt gebracht wird, wobei das Was- 
ser aus einer zentrisch Uber dem Spritzschutzkegel 
und davon beabstandet angeordneten DQsenanord- 

36 nung kegelfSrmig gegen die Wandung und gegen 
die GasstrSmungsrichtung gesprOht wird t und 
schiiefilich das gereinigte Abgas Ober die lufttech- 
nische Anlage abgeleitet wird. 

2. Verfahren gemSUJ Anspruch 1, dadurch ge- 
40 kennzeichnet, dafl das Sorptionsmittel so gefOhrt 

wird, dafl die Oxidationsprodukte aus den Reak- 
tionsraum gespQIt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch 
gekennzelchnet. da5 als Sorptionsmittel Wasser 

45 verwendet wird. 

4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 
3, dadurch gekennzelchnet. dafl das Sorptionsmit- 
tel durch eine oberhalb des Spritzschutzkegels vor- 
gesehene DUse kegelmantelformig nach unten in 

so den Reaktionsraum gesprOht wird. 



65 
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